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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和1年7月4日(2019.7.4)

【公表番号】特表2018-516465(P2018-516465A)
【公表日】平成30年6月21日(2018.6.21)
【年通号数】公開・登録公報2018-023
【出願番号】特願2017-562997(P2017-562997)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/285    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/3205   (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/768    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/532    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/288    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   21/285    ３０１　
   Ｈ０１Ｌ   21/88     　　　Ｍ
   Ｈ０１Ｌ   21/285    　　　Ｃ
   Ｈ０１Ｌ   21/285    　　　Ｓ
   Ｈ０１Ｌ   21/288    　　　Ｅ

【手続補正書】
【提出日】令和1年5月31日(2019.5.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板内のフィーチャを少なくとも部分的に充填する方法であって、
　フィーチャを含んだ基板を用意することと、
　ルテニウム（Ｒｕ）メタル層を堆積させて、前記フィーチャを少なくとも部分的に充填
することと、
　前記基板を熱処理して、前記フィーチャ内の前記Ｒｕメタル層をリフローさせることと
、
　前記フィーチャ内の前記熱処理されたＲｕメタル層上に、更なるＲｕメタル層を堆積さ
せることと、
　前記更なるＲｕメタル層を熱処理して、前記フィーチャ内の前記更なるＲｕメタル層を
リフローさせることと、
　を有する方法。
【請求項２】
　前記Ｒｕメタル層を堆積させることに先立って、前記フィーチャ内に核形成層を形成す
ること、を更に有する請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記核形成層は、前記フィーチャ内で前記基板を露出させる隙間を有して不完全である
、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記核形成層は、Ｍｏ、ＭｏＮ、Ｔａ、ＴａＮ、Ｗ、ＷＮ、Ｔｉ、及びＴｉＮからなる
群から選択される、請求項２に記載の方法。
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【請求項５】
　前記Ｒｕメタル層を堆積させるのに先立って、前記基板を、前記フィーチャ内での前記
Ｒｕメタル層の核形成速度を上昇させる処理ガスに曝すこと、を更に有する請求項１に記
載の方法。
【請求項６】
　前記処理ガスは窒素を含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記Ｒｕメタル層は、原子層成長（ＡＬＤ）、化学気相成長（ＣＶＤ）、めっき、又は
スパッタリングによって堆積される、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記Ｒｕメタル層は、Ｒｕ３（ＣＯ）１２及びＣＯキャリアガスを用いてＣＶＤによっ
て堆積される、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記基板は誘電体層を含み、前記フィーチャは前記誘電体層内に形成されている、請求
項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記熱処理は、Ａｒガス、Ｈ２ガス、ＡｒガスとＨ２ガス、又は、Ｈ２ガスとＮ２ガス
、の存在下で実行される、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記Ｒｕメタル層は、第１の基板温度で堆積され、前記熱処理は、前記第１の基板温度
よりも高い第２の基板温度で実行される、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第２の基板温度は、２００℃と６００℃との間である、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　基板内のフィーチャを少なくとも部分的に充填する方法であって、
　フィーチャを含んだ基板を用意することと、
　ルテニウム（Ｒｕ）メタル層を堆積させて、前記フィーチャを少なくとも部分的に充填
することであり、前記Ｒｕメタル層を堆積させることは、前記フィーチャが前記Ｒｕメタ
ル層で充填される前にフィーチャ開口部をピンチオフし、それによって前記フィーチャの
内部にボイドを形成する、充填することと、
　前記ピンチオフを生じさせた余分なＲｕメタルを除去することと、
　前記基板を熱処理して、前記フィーチャ内の前記Ｒｕメタル層をリフローさせることと
、
　を有する方法。
【請求項１４】
　前記Ｒｕメタル層を堆積させることに先立って、前記フィーチャ内に核形成層を形成す
ること、を更に有する請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記核形成層は、Ｍｏ、ＭｏＮ、Ｔａ、ＴａＮ、Ｗ、ＷＮ、Ｔｉ、及びＴｉＮからなる
群から選択される、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記Ｒｕメタル層は、原子層成長（ＡＬＤ）、化学気相成長（ＣＶＤ）、めっき、又は
スパッタリングによって堆積される、請求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
　前記Ｒｕメタル層は、Ｒｕ３（ＣＯ）１２及びＣＯキャリアガスを用いてＣＶＤによっ
て堆積される、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記熱処理は、Ａｒガス、Ｈ２ガス、ＡｒガスとＨ２ガス、又は、Ｈ２ガスとＮ２ガス
、の存在下で実行される、請求項１４に記載の方法。
【請求項１９】
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　前記Ｒｕメタル層は、第１の基板温度で堆積され、前記熱処理は、前記第１の基板温度
よりも高い第２の基板温度で実行される、請求項１３に記載の方法。
【請求項２０】
　前記第２の基板温度は、２００℃と６００℃との間である、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　基板内のフィーチャを少なくとも部分的に充填する方法であって、
　フィーチャを含んだ基板を用意することと、
　ルテニウム（Ｒｕ）メタル層を堆積させて、前記フィーチャを少なくとも部分的に充填
することと、
　前記基板を熱処理して、前記フィーチャ内の前記Ｒｕメタル層をリフローさせることと
、
　を有し、
　前記Ｒｕメタル層は、第１の基板温度で堆積され、前記熱処理は、前記第１の基板温度
よりも高い２００℃と６００℃との間の第２の基板温度で実行される、
　方法。
【請求項２２】
　前記Ｒｕメタル層は、Ｒｕ３（ＣＯ）１２及びＣＯキャリアガスを用いてＣＶＤによっ
て堆積される、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記熱処理は、Ａｒガス、Ｈ２ガス、ＡｒガスとＨ２ガス、又は、Ｈ２ガスとＮ２ガス
、の存在下で実行される、請求項２１に記載の方法。
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